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(54) Vorrichtung zur kontaktlosen Beseitigung einer elektrostatischen Doppelladungsschicht

(57) Vorrichtung (10; 20; 30; 40) zur kontaktlosen Be-
seitigung einer elektrostatischen Ladungsdoppelschicht
von einem geförderten flächigen, elektrisch im wesentli-
chen isolierenden Material (11; 21), enthaltend
eine dem flächigen Material in einem ersten Bereich be-
nachbart angeordnete kontaktlose Kompensationsein-
richtung (16-19; 26-29) zur Zuführung von Ladungsträ-
gern zum flächigen Material im ersten Bereich zur min-
destens teilweisen Kompensation der Ladungen minde-
stens in einer Schichtebene der Ladungsdoppelschicht;
ein dem flächigen Material (11; 21) in einem zweiten Be-

reich benachbartes elektrisch leitfähiges Element (13;
24; 313; 424) zur Ausbildung eines elektrischen Nahfel-
des, wobei der zweite Bereich und der erste Bereich von-
einander entfernt sind, und
eine dem zweiten Bereich zugeordnete Feldstärkemes-
seinrichtung (15; 25) zur Erfassung der Feldstärke des
Nahfeldes,
wobei die Kompensationseinrichtung (16-19; 26-29) ein-
gangsseitig mit der Feldstärkemesseinrichtung (15; 25)
verbunden und zur gesteuerten Zuführung von Ladungs-
trägern zum Material auf das Erfassungsergebnis aus-
gebildet ist.
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